$S 216 - $S 218 - SS 219 o

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
fur digitale Anwendungen

Bauform 3 E-Line

Warmewiderstand Reije < 0,5 K/mW

Grenzwerte gliltig fir den Betriebstemperaturbereich

Uceo 20V lem 200 mA
Uceo 15V is | 20 mA
UEBO II - V Ptot (bei ‘94; = 25 OC) 200 mW
lc 100 mA 9 +125°C
o =40 bis +100°C

Statische Kennwerte (9. =25°C-5K)

Iceo (bei Uce = 20 V) < 100 nA
Usryceo) (bei Ic 10 mA) > 15V
Uerieeo (bei lE 10 pA) = 5V

UCEsat {bei Is

3 mA, lc 30 mA) < 0,45V
h21E (bei UcE

05V,Ic30mA) Gruppe B 28... 71

C 56...140
D 112...280

(.

Dynamische Kennwerte (9o =25 *C ~5K)
SS 216 SS 218 SS 219
fr (bei Uce= 10V, Ic=5mA,

= 100 MHz) 350 MHz 350 MHz 350 MHz
Cazb (bei Ucg = 10V, e =0,
f =2 MHz) typ. 2,5 pF typ. 25thyp 25pF

ton (bei ICc == 10 mA, IBt"=3 mA, < 100 ns
~IB2 == 1,5 mA, RL =220 Q.)

tott , (bei lc== 10mA,IB1=3mA, £500ns < 60ns < 30ns
~IB2 = 1,5mA, RL =220 Q)

) Messung erfolgt impulsmaBig

< 35ns < 35ns



